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【手続補正書】
【提出日】平成29年12月15日(2017.12.15)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　光学デバイスであって、
　認識可能な画像を含むパターンを提供するように前記デバイスの反射率を変更する固体
状の材料（１０）の層と、
　リフレクタ（１２）と、を備え、
　前記材料（１０）は、少なくとも２つの安定した値の間で切り替え可能な屈折率を有す
る相変化材料であって、前記パターンは、前記材料（１０）の層内の異なる領域の屈折率
を、前記異なる領域における相変化材料の切り替えによって設定することで定められ、
　前記リフレクタ（１２）は、光を透過する固体スペーサ層（１４）によって前記材料（
１０）の層から隔てられている、光学デバイス。
【請求項２】
　前記材料（１０）の屈折率は、電気的に、熱的に又は印加された光によって切り替え可
能である、請求項１に記載の光学デバイス。
【請求項３】
　前記材料（１０）の屈折率は、少なくとも２つの安定した値の間で可逆的に切り替え可
能である、請求項１又は２に記載の光学デバイス。
【請求項４】
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　前記光学デバイスの一部の反射率は、当該部分における前記材料（１０）の層の屈折率
を切り替えることによって、少なくとも３つの異なる値の何れかに設定可能である、請求
項１～３の何れかに記載の光学デバイス。
【請求項５】
　前記材料（１０）は、ＧｅＳｂＴｅ、ＶＯｘ、ＮｂＯｘ、ＧｅＴｅ、ＧｅＳｂ、ＧａＳ
ｂ、ＡｇＩｎＳｂＴｅ、ＩｎＳｂ、ＩｎＳｂＴｅ、ＩｎＳｅ、ＳｂＴｅ、ＴｅＧｅＳｂＳ
、ＡｇＳｂＳｅ、ＳｂＳｅ、ＧｅＳｂＭｎＳｎ、ＡｇＳｂＴｅ、ＡｕＳｂＴｅ及びＡｌＳ
ｂの組み合わせのリストから選択される元素の組み合わせに係る化合物又は合金を備え、
任意に、前記リストからの元素の組み合わせに係る複数の化合物又は複数の合金の混合物
、及び／又は、Ｃ又はＮ等の少なくとも１つのドーパントを更に備える、請求項１～４の
何れかに記載の光学デバイス。
【請求項６】
　前記材料（１０）はＧｅ２Ｓｂ２Ｔｅ５を備える、請求項１～５の何れかに記載の光学
デバイス。
【請求項７】
　前記材料（１０）の層の厚さは２０ｎｍ未満、好ましくは１０ｎｍ未満である、請求項
１～６の何れかに記載の光学デバイス。
【請求項８】
　前記材料（１０）の層は光吸収体層である、請求項１～７の何れかに記載の光学デバイ
ス。
【請求項９】
　前記スペーサ層（１４）は１０ｎｍ～２５０ｎｍの範囲内の厚みを有する、請求項１～
８の何れかに記載の光学デバイス。
【請求項１０】
　前記スペーサ層（１４）は圧縮可能材料、好ましくはエラストマ材料を備える、請求項
１～９の何れかに記載の光学デバイス。
【請求項１１】
　複数の対の層を備え、前記複数の対の層の各々は、前記光学デバイスの反射率を変更す
る固体状の材料（１０）の層と、スペーサ層（１４）と、を備え、前記複数の対の層は、
スタック状に連続して配列されている、請求項１～１０の何れかに記載の光学デバイス。
【請求項１２】
　前記材料（１０）に電流を流すように構成された集積化電極を更に備える、請求項１に
記載の光学デバイス。
【請求項１３】
　前記集積化電極は画素化されている、請求項１２に記載の光学デバイス。
【請求項１４】
　前記材料（１０）の層上に位置するキャッピング層（１６）を更に備え、前記スペーサ
層（１４）及び前記キャッピング層（１６）は、インジウムスズ酸化物で形成されている
、請求項１に記載の光学デバイス。
【請求項１５】
　請求項１～１４の何れかに記載の光学デバイスを備える、セキュリティマーク又は装飾
品。
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